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1.はじめに  

 塗布製膜が可能な熱活性化遅延蛍光（TA

DF）材料である1,3,5-トリアジンをコアに有

するカルバゾールデンドリマーtBuG2TAZ 

(Fig. 1)では、ホスト材料を用いないneat膜

でも高い発光効率を示すことが報告されて

おり[1]、これまでITO/PEDOT:PSS/PVK/tBu

G2TAZ/TPBi/Ca/Alからなる順構造発光ダイ

オード素子において最高外部量子効率7.9%

が得られている。本研究では、大気中で不安

定なCa等の金属材料が不要で、強固な封止

を必要としない逆構造有機発光ダイオード

(iOLED[2])構造を用いた素子の作製を行っ

た。 

2.実験  

洗浄したAZO基板の上に電子注入層とし

てpoly(ethyleneimine) (PEI)を製膜後、発光

層としてクロロベンゼン溶媒を用いて、tBu

G2TAZを塗布(スピンコート)法により製膜

した。乾燥後、正孔注入層としてMoO3、陽

極としてAlを真空蒸着し、封止を施した。素

子構造はAZO (150 nm)/PEI/tBuG2TAZ/Mo

O3 (10 nm)/Al (40 nm)である。電流密度-電

圧特性にはKeithley 2611、輝度-電圧特性に

はKonica Minolta CS-200、ELスペクトル測

定にはHamamatsu Photonics PMA11 を用い

た。なお、すべての測定は大気中で行った。 

3.結果  

Figure. 2 に作製した iOLED の電流密度、

輝度-電圧特性を、Figure. 3 に印加電圧 6 V

における EL スペクトルを示す。印加電圧

5.5 Vにおいて、外部量子効率1.4 %を得た。

当日は、発光層溶媒の濃度依存性および異

なる溶媒を用いた iOLEDの素子特性につい

て議論する予定である。 
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Fig. 1 Chemical structure of tBuG2TAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Current density and luminance versus 

voltage characteristics of iOLED. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Electroluminescence spectra of iOLED. 

第64回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2017 パシフィコ横浜)17a-P5-5 

© 2017年 応用物理学会 11-529 12.4

 

mailto:kenta.ishiharaguchi.oe@pe.osakafu-u.ac.jp

